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54y DISPOZITIV DE PROTECTIE PENTRU
SEMICONDUCTOARE DE PUTERE

(57) Rezumat: Inventia se refera la un dispozitiv
de protectie pentru semiconductoarele de putere,
dispozitiv avand in alcatuire un transformator cu
miez aer, cu doua secundare (S, si S,), ce actio-
neaza doua relee electronice (R, si R,;), care
comanda topirea fuzibilului unei sigurante fuzibile
(SF) cand curentul sau derivata curentului, prin
semiconductorul de putere protejat, depaseste o
valoare limitd, prestabilitd. Temperatura capsulei
semiconductorului {CS) protejat fiind supra-
vegheata de un termocuplu (T) care, prin inter-
mediul unui amplificator (A), actioneazad un al
treilea releu electronic (R,) ce comanda topirea
fuzibilului cand incalzirea depaseste o valoare
limita, prestabilita.
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Inventia se refera la un dispozitiv de protectie pentru semiconductoare de putere,
impotriva supracurentilor care pot aparea atat in instalatiile cu semiconductoare de putere,
cat i la dispozitivele semiconductoare componente.

Se cunosc diverse dispozitive de protectie la supracurenti pentru semiconductoarele
de putere, cum ar fi declangatoarele termice si electromagnetice, din componenta intrerupa-
toarelor universale, declangatoarele la supracurenti din cadrul intrerupatoarelor ultrarapide,
releele termice si electromagnetice asociate cu contactoare cu comutatie dinamica,
intrepioare sau contactoare statice cu relee,

Aceste dispozitive prezinta unele dezavantaje:

- protectie limitata si nesigura in unele cazuri la comutatie dinamica;

- pret de cost ridicat pentru aparatele cu comutatie static;

- caracteristica timp-curent nereglabild, functionare nesigura la suprasarcini, efect
de limitare al curentului necontrolabil, imposbilitatea realizarii protectiei la derivata curentului,
in cazul sigurantelor fuzibile ultrarapide.

Se cunoaste, de asemenea, un dispozitiv de protectie la supracurenti pentru redre-
soare de putere, necomandate, avand in alcdtuire cate un modul de supraveghere pentru
fiecare semiconductor de putere al redresorului protejat, modulul de supraveghere coman-
dand topirea fuzibilului unei sigurante, cand tensiunea directa pe semiconductorul supra-
vegheat depaseste o limita prestabilita.

Dezavantajul acestui dispozitiv consta in imposibilitatea declangérii protectiei la o
anumita valoare a derivatei curentului supravegheat si imposibilitatea protejrii la incalzire
existenta.

Dispozitivul de protectie pentru semiconductoare de putere, ce contine o siguranta
fuzibila, cu fuzibil, a crui topire este comandats, la aparitia unor conditii anormale, prin in-
chiderea unor contacte prin care este alimentat un electrod de topire a fuzibilului, conform
inventiei, elimina dezavantajele mentionate, prin aceea ca are in alcatuire un transformator
cu miez aer cu doua secundare, prin primarul transformatorului trecand curentul suprave-
gheat primul secundar, la care tensiunea de iesire este proportionald cu derivata curentului,
actionand un releu electronic ce comanda, printr-un prim contact topirea fuzibilului cand
derivata curentului se apropie de o valoare prestabilita, cel de al doilea secundar, care are,
ca sarcina, un circuit RC cu tensiune pe condensator proportionala cu curentul primarului,
actionand un al doilea releu electronic ce comanda printr-un al doilea contact, topirea fuzi-
bilului la supracurenti de valoare prestabiliti, temperatura capsulei semiconductorului de
putere protejat, fiind supravegheatd de un termocuplu care, prin intermediul unui ampli-
ficator, actioneaza un al treilea releu electronic ce comanda, printr-un al treilea contact, fuzi-
unea instantanee, daca incalzirea atinge o valoare limita prestabilits, cele trei contacte fiind
normal deschise si legate Tn paralel in circuitul de alimentare a electrodului de topire.

Inventia prezinta urmatoarele avantaje:

- protectia devine sigura si la suprasarcini:

- posibilitatea realizarii protectiei la derivata curentului precum si la viteza de variatie
a incalzirii capsulei semiconductorului de putere;

- reconditionarea numai a elementelor de inlocuire cu fuzibile face ca dispozitivul de
protectie cu sigurante ultrarapide sa devina mai eficient si economic;

- prin miniaturizarea si modularizarea partii de comanda se creste siguranta in
functionare, astfel incét se garanteaz calitatea protectiei semiconductoarelor de putere;

- dispozitivul de protectie poate fi generalizat |a toate semiconductoarele de putere
dintr-un sistem automat, astfel supravegherea, diagnosticarea, protectia si semnalizarea
putand sa fie conduse cu ajutorul calculatorului.

Se da, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, Tn legatura si cu fig.1 si 2
care reprezinta:

- fig.1, schema electrica de principiu in cazul protectiei unei diode redresoare de
putere;
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- fig.2, caracteristica timp-curent pentru dispozitivul de protectie.

Dispozitivul de protectie, conform inventiei, este realizat cu un transformator cu miez
aer, fig.1, cu doud secundare S, S, unul la care tensiunea de iesire u, este proportionala
cu derivata curentului u,=kdifdt si al doilea, S,, cu un circuit de integrare RC, care are ten-
siunea u, proportionala cu curentul primarului u_=kl,. Un releu electronic, cu temporizare
reglabila R,,, comanda printr-un contact k, fuziunea instantanee cand derivata curentului se
apropie de o valoare critica, iar un alt releu electronic R,, asigura comanda pentru supra-
curenti cu temporizare prescrisa printr-un contact k,. Un termocuplu cu inertie redusa T
supravegheaza incalzirea capsulei semiconductorului de putere CS si, prin intermediul unui
amplificator A si al unui releu electronic R,, comanda, printr-un contact k,, fuziunea instan-
tanee, daca incalzirea capsulei atinge valori periculoase. Contactele K, K, si K, sunt normal
deschise si legate in paralel iar, in cazul in care inertia comenzilor este mare, ele pot fi sta-
tice.

Energia pentru fuziunea comandata poate fi obtinutd de la secundarul $ al unui
transformator de curent Tl sau cu o sursa auxiliara de tensiune. Fuziunea instantanee se
obtine cu céte un electrod E situat in vecinatatea fiecarui element fuzibil F al sigurantei SF,
care provoaca un arc electric auxiliar, capabil s3 initieze arcul electric principal, la fiecare
banda fuzibila.

in fig.2, se prezint4, in coordonate logaritmice, variatia timpului total de functionare,
functie de raportul dintre curentul prezumat I, si curentul nominal |, pentru o siguranta ultra-
rapida (curba 1), caracteristica timp de ardere-curent (dreapta 2), pentru fuziunea co-
mandata instantanee, dispozitivul de protectie fiind capabil s3 realizeze orice caracteristica
de protectie (curbele 3), cuprinse in suprafata marginita de curba 1 i dreapta 2.

Intrucat frecventa deconectarilor la suprasarcini este mare comparativ cu cele pentru
scurtcircuite, se poate inseria cu siguranta fuzibila SF, fig.1, un modul care sa realizeze de-
conectarea automat, cu comutatie dinamica si revenire manuala, evitandu-se schimbarea
elementelor de inlocuire dupa fiecare functionare.

Revendicare

Dispozitiv de protectie pentru semiconductoare de putere, ce contine o siguranta
fuzibila (SF) cu fuzibil (F) a carui topire este comandata, la aparitia unor conditii anormale,
prin inchiderea unor contacte, prin care este alimentat un electrod de topire (E) a fuzibilutui,
caracterizat prin aceea ca are in alcatuire un transformator cu miez aer cu doua secundare
(84,8,), prin primarul transformatorului trecand curentul supravegheat (1l,), primul secundar
(Sy) la care tensiunea de iesire (u,) este proportionali cu derivata curentului, actionand un
releu electronic (R,,) ce comanda printr-un prim contact (K,) topirea fuzibilului cand derivata
curentului se apropie de o valoare prestabilita, cel de al doilea secundar (S,), care are ca
sarcina un circuit RC cu tensiune pe condensator (u,) proportionald cu curentul primarului
(I3), actionand un al doilea releu electronic (R,,) ce comanda printr-un al doilea contact (K,),
topirea fuzibilului la supracurenti de valoare prestabilita, temperatura capsulei semiconduc-
torului (C8) de putere protejat fiind supravegheata de un termocuplu (T) care, prin inter-
mediul unui amplificator (A), actioneaza un al treilea releu electronic (R,) ce comanda, printr-
un al treilea contact (K,), fuziunea instantanee daca incalzirea atinge o valoare limit
prestabilita, cele trei contacte (K, ,K2 ,K,) fiind normal deschise si legate in?paralel in
circuitul de alimentare a electrodului de topire (E).

Presedintele comisiei de examinare:ing. Popescu Livia
Examinator:ing. Savin Rodica
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Fig. 2
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